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요약

본 발명은 크로스토크를 저감할 수 있는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 관한 것으로서,

데이터신호라인(3)을 화소전극(5)으로부터 이간하고, 데이터신호라인(3)과 보조용량라인(6)의 연장돌출부(6a)의 사
이에 게이트절연막(12)을 개재시키며, 연장돌출부(6a)를 화소전극(5)의 주변부에 중합함으로써 화소전극(5)과 데이
터신호라인(3)의 사이의 기생용량(Cds)을 작게 하는 것을 특징으로 한다.

대표도
도 1

색인어
유리기판, 박막트랜지스터, 화소전극, 게이트절연막, 콘택트홀

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 본 발명의 한 실시형태에 있어서의 액티브매트릭스형 액정표시장치의 주요부의 확대투과평면도.

도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ선을 따르는 단면도.

도 3은 종래의 액티브매트릭스형 액정표시장치의 일부의 확대투과평면도.

도 4는 도 3의 Ⅳ-Ⅳ를 따르는 단면도이다.

※도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1: 유리기판2: 주사신호라인

3: 데이터신호라인4: 박막트랜지스터

5: 화소전극6: 보조용량라인

6a: 연장돌출부11: 게이트전극

12: 게이트절연막13: 반도체박막

14: 채널보호막15, 16: 오믹콘택트층

17: 드레인전극18: 소스전극

19: 평탄화막20: 콘택트홀

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 크로스토크를 저감할 수 있는 액티브매트릭스형 액정표시장치에 관한 것이다.

도 3은 종래의 액티브매트릭스형 액정표시장치의 한 예의 일부의 투과평면도를 나타낸 것이다. 이 액정표시장치는 유리
기판(1)을 구비하고 있다. 유리기판(1)의 상면측에는 주사신호라인(2)과 데이터신호라인(3)이 매트릭스상으로 설치
되고, 그 각 교점 근처에는 박막트랜지스터(4) 및 화소전극(5)이 설치되며, 화소전극(5)의 상변부 아래에는 보조용량
라인(6)이 주사신호라인(2)과 평행하게 설치되어 있다.

화소전극(5)은 델타배열되어 있다. 즉 1개의 화소를 구성하는 R(적색), G(녹색), B(청색)의 3개의 화소전극(5)은 이
등변삼각형(그리스문자 Δ)의 각 정점에 대응하는 위치에 배치되어 있다. 이 때문에 주사신호라인(2)은 상하의 화소전
극(5)간에 있어서 행방향으로 직선상으로 연장되어 설치되고, 데이터신호라인(3)은 좌우의 화소전극(5)간 및 상하의 
화소전극(5)간에 있어서 열방향으로 사행하여 설치되어 있다.

    
다음으로 이 액정표시장치의 구체적인 구조에 대하여 도 3의 Y-Y선을 따르는 단면도인 도 4를 참조해서 설명한다. 유
리기판(1) 상면의 소정 장소에는 게이트전극(11)을 포함하는 주사신호라인(2)이 설치되고, 다른 소정 장소에는 보조
용량라인(6)이 설치되며, 그 상면 전체에는 질화실리콘으로 이루어지는 게이트절연막(12)이 설치되어 있다. 게이트전
극(11)상에 있어서의 게이트절연막(12) 상면의 소정 장소에는 진성 비정질실리콘으로 이루어지는 반도체박막(13)이 
설치되어 있다. 반도체박막(13) 상면의 소정 장소에는 질화실리콘으로 이루어지는 채널보호막(14)이 설치되어 있다. 
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채널보호막(14)의 상면 양측 및 그 양측에 있어서의 반도체박막(13)의 상면에는 n형 비정질실리콘으로 이루어지는 오
믹콘택트층(15, 16)이 설치되어 있다.
    

    
한쪽의 오믹콘택트층(15)의 상면 및 게이트절연막(12) 상면의 소정 장소에는 드레인전극(17)을 포함하는 데이터신호
라인(3)이 설치되어 있다. 이 경우 데이터신호라인(3)은 진성 비정질실리콘막(3a), n형 비정질실리콘막(3b), 금속막
(3c)의 3층구조로 되어 있다. 진성 비정질실리콘막(3a)은 반도체박막(13)을 형성할 때 반도체박막(13)과 동일한 막
에 의하여 동시에 형성되어 있다. n형 비정질실리콘막(3b)은 오믹콘택트층(15, 16)을 형성할 때 오믹콘택트층(15, 1
6)과 동일한 막에 의하여 동시에 형성되어 있다. 금속막(3c)은 드레인전극(17)을 크롬 등의 금속에 의하여 형성할 때 
드레인전극(17)과 동일한 막에 의하여 동시에 형성되어 있다.
    

    
다른쪽의 오믹콘택트층(16)의 상면에는 크롬 등으로 이루어지는 소스전극(18)이 설치되어 있다. 여기에서 게이트전극
(11), 게이트절연막(12), 반도체박막(13), 채널보호막(14), 오믹콘택트층(15, 16), 드레인전극(17) 및 소스전극(1
8)에 의해 박막트랜지스터(3)가 구성되어 있다. 박막트랜지스터(3) 등을 포함하는 게이트절연막(12)의 상면 전체에
는 수지로 이루어지는 평탄화막(층간절연막)(19)이 설치되어 있다. 평탄화막(19) 상면의 소정 장소에는 ITO로 이루
어지는 화소전극(5)이 설치되어 있다. 화소전극(5)은 평탄화막(19)에 설치된 콘택트홀(20)을 통하여 소스전극(18)
에 접속되어 있다.
    

    
그런데 상기 종래의 액정표시장치에서는 수지로 이루어지는 평탄화막(19)을 스핀코트법 등에 의해 형성하고, 그 막두
께를 수㎛ 정도로 비교적 두껍게 하고 있기 때문에 화소전극(5)과 데이터신호라인(3)을 중합해도 화소전극(5)과 데이
터신호라인(3)의 사이에서 쇼트가 발생하는 일은 없다. 그래서 데이터신호라인(3) 중 열방향으로 연장되는 부분의 폭
을 행방향으로 연장되는 부분의 폭보다도 약간 넓게 하고, 이 폭넓은 열방향으로 연장되는 데이터신호라인(3)의 폭방
향양단부를 좌우방향에 인접하는 화소전극(5)의 서로 인접하는 변부와 중합하고 있다. 그리고 열방향으로 연장되는 데
이터신호라인(3)에 차광막으로서의 기능을 갖게 하고, 이에 따라 개구율을 높게 하고 있다. 한 예로서 좌우방향에 인접
하는 화소전극(5)의 간격(G)을 그 사이에서 쇼트가 발생하지 않을 정도의 최소간격 4㎛로 하고, 화소전극(5)과 데이
터신호라인(3)의 중합폭(L)을 얼라인먼트정밀도 등을 고려하여 어떠한 경우에도 중합하도록 설계상 2㎛로 하면 데이
터신호라인(3)의 최소폭(W)은 8㎛로 된다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
이와 같이 상기 종래의 액정표시장치에서는 열방향으로 연장되는 데이터신호라인(3)의 폭방향양단부를 좌우방향에 인
접하는 화소전극(5)의 서로 인접하는 변부와 중합하고, 열방향으로 연장되는 데이터신호라인(3)에 차광막으로서의 기
능을 갖게 하고 있다. 그러나 고정세화소 등을 위해 1개의 화소전극(5)의 면적을 작게 한 바, 수직크로스토크가 시인(
視認)되었다. 즉 화소전극(5)과 데이터신호라인(3)을 중합하면 그 사이의 기생용량(Cds)이 증가하고, 이 기생용량(C
ds)의 증가가 수직크로스토크를 발생시키는 요인으로 된다. 기생용량(Cds)과 1개의 화소전극(5)의 전체축적용량(Cp)
의 비(β)는, β＝Cds/Cp＝Cds/(Cds＋Clc＋Cs＋Cgs)인{다만 Clc는 1개의 화소전극(5)과 대향전극(도시하지 않음)
간의 액정의 용량, Cs는 화소전극(5)과 보조용량라인(6)의 사이의 축적용량(이하 보조용량), Cgs는 화소전극(5)과 
주사신호라인(2)간의 기생용량} 것이 알려져 있으며, 이 β의 값을 작게 할수록 수직크로스토크의 발생을 방지하는 것
이 확실하게 된다. 그러나 액정표시장치는 점차 고정세화되는 경향에 있으며, 이에 동반하여 화소전극의 면적이 축소화
되기 때문에 Clc가 작아져서 수직크로스토크는 더욱 눈에 띄게 된다.
    

본 발명의 목적은 화소전극과 데이터신호라인의 사이의 기생용량(Cds)을 작게 하여 크로스토크를 눈에 띄지 않게 하는 
것이며, 본 발명에 따르면,
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기판과, 상기 기판상에 형성된 화소전극과, 상기 화소전극에 접속된 스위칭소자와, 상기 스위칭소자에 접속된 데이터신
호라인과, 상기 데이터신호라인과 상기 화소전극간에 개재된 절연층을 구비하고,

상기 화소전극과 상기 데이터신호라인의 기생용량(Cds)과 상기 화소전극의 전체축적용량(Cs)의 비(β＝Cds/Cp)가 
0. 045 이하인 것을 특징으로 하는 액정표시장치가 제공된다.

    발명의 구성 및 작용

도 1은 본 발명의 한 실시형태에 있어서의 액티브매트릭스형 액정표시장치의 주요부의 투과평면도를 나타내고, 도 2는 
그 X-X선을 따르는 단면도를 나타낸 것이다. 또한 이들 도면에 있어서, 설명의 형편상 도 3 및 도 4에 나타내는 종래
의 것과 동일명칭부분에는 동일한 부호를 붙여서 설명하는 것으로 한다.

도 1에 나타내는 바와 같이 이 액정표시장치는 유리기판(1)을 구비하고 있다. 유리기판(1)의 상면측에는 주사신호라
인(2)과 데이터신호라인(3)이 매트릭스상으로 설치되고, 그 각 교점 근처에는 박막트랜지스터(4) 및 화소전극(5)이 
설치되며, 화소전극(5)의 상변부 아래에는 보조용량라인(6)이 주사신호라인(2)과 평행하게 설치되어 있다.

화소전극(5)은 델타배열되어 있다. 즉 1개의 화소를 구성하는 R(적색), G(녹색), B(청색)의 3개의 화소전극(5)은 이
등변삼각형의 각 정점에 대응하는 위치에 배치되어 있다. 이 때문에 주사신호라인(2)은 상하의 화소전극(5)간에 있어
서 행방향으로 직선상으로 연장되어 설치되고, 데이터신호라인(3)은 폭(Wd)을 가지며, 좌우의 화소전극(5)간 및 상
하의 화소전극(5)간에 있어서 열방향으로 사행하여 설치되어 있다.

보조용량라인(6)의 데이터신호라인(3)과 교차하는 부분으로부터는 폭(Wc)을 갖는 연장돌출부(6a)가 열방향으로 연
장되는 데이터신호라인(3)의 배열방향으로 연장돌출되어 있다. 연장돌출부(6a)의 폭(Wc)은 데이터신호라인(3)의 폭
(Wd)보다도 커져 있다. 화소전극(5)의 좌우변부는 보조용량라인의 연장돌출부(6a)와 중합폭(Lc)으로 중합되어 있는
데, 데이터신호라인(3)과는 중합되어 있지 않고, 스페이스(S) 이간해 있다.

    
다음으로 이 액정표시장치의 구체적인 구조에 대하여 도 1의 X-X선을 따르는 단면도인 도 2를 참조해서 설명한다. 유
리기판(1) 상면의 소정 장소에는 게이트전극(11)을 포함하는 주사신호라인(2)이 설치되고, 다른 소정 장소에는 연장
돌출부(6a)를 포함하는 보조용량라인(6)이 설치되며, 그 상면 전체에는 질화실리콘으로 이루어지는 게이트절연막(12)
이 설치되어 있다. 게이트전극(11)상에 있어서의 게이트절연막(12) 상면의 소정 장소에는 진성 비정질실리콘으로 이
루어지는 반도체박막(13)이 설치되어 있다. 반도체박막(13) 상면의 소정 장소에는 질화실리콘으로 이루어지는 채널보
호막(14)이 설치되어 있다. 채널보호막(14)의 상면 양측 및 그 양측에 있어서의 반도체박막(13)의 상면에는 n형 비정
질실리콘으로 이루어지는 오믹콘택트층(15, 16)이 설치되어 있다.
    

    
한쪽의 오믹콘택트층(15)의 상면 및 게이트절연막(12) 상면의 소정 장소에는 드레인전극(17)을 포함하는 데이터신호
라인(3)이 설치되어 있다. 이 경우 데이터신호라인(3)은 진성 비정질실리콘막(3a), n형 비정질실리콘막(3b), 금속막
(3c)의 3층구조로 되어 있다. 진성 비정질실리콘막(3a)은 반도체박막(13)을 형성할 때 반도체박막(13)과 동일한 막
에 의하여 동시에 형성되어 있다. n형 비정질실리콘막(3b)은 오믹콘택트층(15, 16)을 형성할 때 오믹콘택트층(15, 1
6)과 동일한 막에 의하여 동시에 형성되어 있다. 금속막(3c)은 드레인전극(17)을 크롬 등의 금속에 의하여 형성할 때 
드레인전극(17)과 동일한 막에 의하여 동시에 형성되어 있다.
    

    
다른쪽의 오믹콘택트층(16)의 상면에는 크롬 등으로 이루어지는 소스전극(18)이 설치되어 있다. 여기에서 게이트전극
(11), 게이트절연막(12), 반도체박막(13), 채널보호막(14), 오믹콘택트층(15, 16), 드레인전극(17) 및 소스전극(1
8)에 의해 박막트랜지스터(3)가 구성되어 있다. 박막트랜지스터(3) 등을 포함하는 게이트절연막(12)의 상면 전체에
는 수지로 이루어지는 평탄화막(층간절연막)(19)이 설치되어 있다. 평탄화막(19) 상면의 소정 장소에는 ITO로 이루
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어지는 화소전극(5)이 설치되어 있다. 화소전극(5)은 평탄화막(19)에 설치된 콘택트홀(20)을 통하여 소스전극(18)
에 접속되어 있다. 보조용량라인(6)의 두께는 1500Å∼3000Å, 게이트절연막(12)의 두께는 2000Å∼4000Å, 반도
체박막(13)의 두께는 200∼1000Å, 채널보호막(14)의 두께는 1000∼2000Å, 오믹콘택트층(15, 16)의 두께는 30
0∼1000Å, 드레인전극(17) 및 소스전극(18)의 두께는 3000∼5000Å, 평탄화막(19)의 두께는 1㎛∼4㎛ 정도이다.
    

    
이상과 같이 이 액정표시장치에서는 보조용량라인(6)의 데이터신호라인(3)과 교차하는 부분으로부터 데이터신호라인
(3)보다도 폭넓은 연장돌출부(6a)를 데이터신호라인(3)의 배열방향으로 연장돌출시키고, 화소전극(5)의 좌우변부를 
데이터신호라인(3)과 중합하지 않고 연장돌출부(6a)와 중합시키고 있기 때문에 화소전극(5)과 데이터신호라인(3)의 
사이의 기생용량(Cds)을 작게 할 수 있다. 따라서 고정세화소 등을 위해 1개의 화소전극(5)의 면적을 작게 하고, 그에 
대응하는 액정용량(Clc)이 작아져도 기생용량(Cds)과 1개의 화소전극(5)의 전체축적용량(Cp)의 비(β{β＝Cds/Cp
＝Cds/(Cds＋Clc＋Cs＋Cgs)})를 수직크로스토크가 시인되지 않는 작은 값으로 할 수 있다.
    

    
여기에서 실험결과에 대하여 설명한다. 우선 스핀코트법 등에 의해 형성하는 수지로 이루어지는 평탄화막(19)의 막두
께를 3㎛로 하고, 평탄화막(19)의 유전률을 3. 0으로 하며, 도 1에 나타내는 실시형태에 있어서, 화소전극(5)의 좌우
변부와 데이터신호라인(3)의 간격(S)을 0∼1㎛ 정도로 한 바, 기생용량(Cds)은 0. 02∼0. 03fF/㎛ 정도이었다. 이에 
대하여 도 3에 나타내는 종래예에 있어서, 화소전극(5)의 좌우변부와 데이터신호라인(3)의 중합부의 폭(L)을 1∼2㎛ 
정도로 한 바, 기생용량(Cds)은 0. 1fF/㎛ 정도이었다. 따라서 본 실시형태의 경우의 기생용량(Cds)은 종래예의 경우
의 결합용량(Cds)의 1/4∼1/5 정도로 저감할 수 있다. 여기에서 본 발명자는 시인테스트에 의해 수직크로스토크는 기
생용량(Cds)과 1개의 화소전극(5)의 전체축적용량(Cp)의 비(β{β＝Cds/Cp＝Cds/(Cds＋Clc＋Cs＋Cgs)})가 0. 
045 이하에서는 시인되지 않고, 그 이상으로 되면 눈에 띄는 것을 확인할 수 있었다. 상기에 있어서의 본 발명의 경우 
β는 0. 02∼0. 03 정도, 종래예의 경우에서는 β는 0. 07∼0. 08 정도이다. 따라서 기생용량(Cds)과 1개의 화소전극
(5)의 전체축적용량(Cp)의 비(β)를 0. 045 이하로 되도록 하는 것이 매우 중요하다.
    

    
또 이 액정표시장치에서는 화소전극(5)의 좌우변부를 보조용량라인(6)의 연장돌출부(6a)와 중합시키고 있기 때문에 
해당 연장돌출부(6a)에 차광막으로서의 기능을 갖게 함으로써 개구율을 높게 할 수 있다. 덧붙여서 화소전극(5)의 좌
우변부와 연장돌출부(6a)의 중합부의 폭(Lc), 화소전극(5)과 데이터신호라인(3)의 간격(S) 및 데이터신호라인(3)의 
폭(Wd)을 고려해도 연장돌출부(6a)의 최소폭을 8∼9㎛ 정도로 할 수 있으며, 도 3에 나타내는 종래예의 경우(데이터
신호라인(3)의 최소폭은 8㎛)와 대략 동등한 개구율을 얻을 수 있다.
    

    
그런데 수지로 이루어지는 평탄화막(19)의 막두께가 수㎛ 정도로 비교적 두꺼우면 화소전극과 보조용량라인간의 축적
용량(Cs)이 작아지기 때문에 기생용량(Cds)과 1개의 화소전극(5)의 전체축적용량(Cp)의 비(β)를 작게 할 수는 없
다. 그러나 본 발명에서는 보조용량라인(6)에 연장돌출부(6a)를 설치하고, 화소전극(5)과 중합폭(2Lc)만큼 중합하고 
있기 때문에 이 만큼 화소전극과 보조용량라인간의 축적용량(Cs)이 증대하고, 기생용량(Cds)과 1개의 화소전극(5)의 
전체용량의 비(β)를 작게 할 수 있다.
    

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따르면, 데이터신호라인의 폭을 상기 인접하는 화소전극간의 간격과 동등하거나 그것
보다도 작게 하고 있기 때문에 화소전극과 데이터신호라인의 사이의 기생용량(Cds)을 작게 할 수 있으며, 또 보조용량
라인의 연장돌출부의 폭을 데이터신호라인보다도 폭넓게 형성하고 있기 때문에 해당 연장돌출부에 차광막으로서의 기
능을 갖게 함으로써 개구율을 높게 할 수 있다.
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(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판과,

상기 기판상에 형성된 화소전극과,

상기 화소전극에 접속된 스위칭소자와,

상기 스위칭소자에 접속된 데이터신호라인과,

상기 데이터신호라인과 상기 화소전극간에 개재된 제 1 절연막과,

상기 화소전극에 일부가 중합된 보조용량라인과,

상기 데이터신호라인과 상기 보조용량라인간에 개재된 제 2 절연막을 구비하고,

상기 보조용량라인은 상기 데이터신호라인과 중합하는 일부를 갖고,

상기 일부는 바로 위의 데이터신호라인의 폭(Wd)보다도 넓은 폭(WC)을 가지며, 또한 상기 화소전극의 둘레가장자리
부에 중합되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 화소전극과 상기 데이터신호라인간의 기생용량(Cds)과 상기 화소전극의 전체축적용량(Cs)의 비(β＝Cds/Cp)가 
0. 045 이하인 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

상기 화소전극과 상기 데이터신호라인의 기생용량(Cds)은 0. 03fF/㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 
액정표시장치.

청구항 4.

제 1 항에 있어서,

상기 보조용량라인의 일부는 상기 데이터신호라인을 따라서 연장돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 
액정표시장치.

청구항 5.

제 2 항에 있어서,

상기 보조용량라인의 일부는 상기 화소전극의 대향하는 1쌍의 변을 따라서 연장돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 액
티브매트릭스형 액정표시장치.
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청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 데이터신호라인은 상기 화소전극과는 실질적으로 중합해 있지 않은 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표
시장치.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 데이터신호라인은 상기 화소전극과는 0∼1㎛ 이간해 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 8.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 절연막과 상기 제 2 절연막은 다른 재료로 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장
치.

청구항 9.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 절연막은 상기 제 2 절연막보다도 큰 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 10.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 절연막은 1㎛∼4㎛의 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 11.

기판과,

상기 기판상에 형성된 화소전극과,

상기 화소전극에 접속된 스위칭소자와,

상기 스위칭소자에 접속된 데이터신호라인과,

상기 데이터신호라인과 상기 화소전극간에 개재된 절연막을 구비하고,

상기 화소전극과 상기 데이터신호라인간의 기생용량(Cds)과 상기 화소전극의 전체축적용량(Cs)의 비(β＝Cds/Cp)가 
0. 045 이하인 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 12.

제 11 항에 있어서,
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상기 화소전극과 상기 데이터신호라인의 기생용량(Cds)은 0. 03fF/㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 
액정표시장치.

청구항 13.

제 11 항에 있어서,

상기 데이터신호라인은 상기 화소전극과는 실질적으로 중합해 있지 않은 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표
시장치.

청구항 14.

제 11 항에 있어서,

상기 데이터신호라인은 상기 화소전극과는 0∼1㎛ 이간해 있는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 15.

제 11 항에 있어서,

상기 절연막은 수지에 의해 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.

청구항 16.

제 11 항에 있어서,

상기 절연막은 1㎛∼4㎛의 두께를 갖는 것을 특징으로 하는 액티브매트릭스형 액정표시장치.
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专利名称(译) 有源矩阵型液晶显示器

公开(公告)号 KR1020020037680A 公开(公告)日 2002-05-22

申请号 KR1020010068708 申请日 2001-11-06

[标]申请(专利权)人(译) 卡西欧计算机株式会社
西伯利亚有限公司计算关键财富

申请(专利权)人(译) 计算关键是否西伯利亚有限公司

当前申请(专利权)人(译) 计算关键是否西伯利亚有限公司

[标]发明人 NAKAMURA YAYOI

发明人 NAKAMURA,YAYOI

IPC分类号 G02F1/1368 G02F1/1362 G09F9/30 G02F1/1343 G02F1/1345 H01L29/786 G02F1/136
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摘要(译)

有源矩阵型液晶显示装置本发明涉及一种能够减少串扰的有源矩阵型液
晶显示装置，更具体地说，涉及一种能够通过使数据信号线3与像素电极
5错位并连接数据信号线3和存储电容线6来减少串扰的有源矩阵型液晶显
示装置。像素电极5和数据信号线3之间的寄生电容是通过在延伸突起6a
之间插入栅极绝缘膜12并通过将延伸突起6a聚合到像素电极5的周边部分
而获得的，其特征在于，较小的（CDS）。 1 指数方面 玻璃基板，薄膜
晶体管，像素电极，栅极绝缘膜，接触孔
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